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RESUMEN Estelibro es el resultado de la experiencia académica adquirida
en las clases de electrénica en mds de 20 anos. Se basa en los
siguientes aspectos pedagdgicos: teoria y conceptualizacion,
célculos y diseno de circuitos electrénicos, programas electré-
nicos de simulacioén o de mateméticas que generan confianza al
lector o estudiante en su aprendizaje para corroborar resulta-
dos esperados en los limites de tolerancia y sugerencia de prac-
ticas que llevan a montajes de laboratorio para desarrollo de
habilidades o competencias en cada uno de los temas tratados.
Los temas que se incluyen son diodos, transistores, amplifi-
cadores operaciones, filtros activos, osciladores, electrénica
industrial y aplicaciones en telecomunicaciones. Esta dirigido
a estudiantes de ingenierfas que contengan electrénica como
asignatura como apoyo a las diversas tematicas de electrénica
y sus aplicaciones. Aunque se dedica un capitulo a aplicaciones
de telecomunicaciones, este texto realiza un enfoque general
de aplicabilidad de la electrénica en multiples aspectos.

Los conceptos particulares de los dispositivos estudiados se
basan en aquellos comerciales de amplio uso para que las prac-
ticas propuestas estén acordes a la realidad con un enfoque al
desarrollo de habilidades y competencias del diseno, analisis,

simulacién y montaje.
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ABSTRACT

This book derives from the academic experience gained in
electronics classes over 20 years. It is aimed at students of en-
gineering programs that contain electronics as a subject to
understand various electronics concepts and applications. It
intends to bolster the reader’s or student’s confidence in their
learning, corroborate expected results within the limits of
tolerance, suggest practices that result in laboratory assem-
blies, and enhance skills or abilities in each topic covered.
The topics included are diodes, transistors, operational am-
plifiers, active filters, oscillators, industrial electronics, and
telecommunications applications. It also builds on the fol-
lowing pedagogical aspects: theory and conceptualization,
calculations and design of electronic circuits, and electronic
simulation or mathematics programs. Although a chapter is
dedicated to telecommunications applications, the book gen-
erally approaches electronics applicability to multiple scenar-
ios. The particular devices studied are based on those widely
marketed so that the proposed practices resemble reality, fo-
cusing on developing design, analysis, simulation, and assem-
bly skills and abilities.
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